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l. OBJETIVO :

Proporcionar al estudiante un sélido conocimieptrico de los fendmenos fisicos que involucran los
siguientes conceptos: Solidos cristalinos, vibnaewo reticulares, teoria de bandas, Semiconductores
intrinsecos, Semiconductores extrinsecos, Elecaéde semiconductores, Union PN, rectificador PN,
Dispositivos PN, Dispositivos unipolares, Dispait fotonicos.

Il. PROGRAMA SINTETICO (SYLLABUS):

Sélidos Cristalinos

Vibraciones reticulares

Teoria de bandas
Semiconductores Intrinsecos
Semiconductores Extrinsecos
Electrénica de Semiconductores
Unién PN.

Dispositivos PN

. Dispositivos Unipolares

0. Dispositivos Foténicos

BOoo~NoORA~WNE

Il. PROGRAMA ANALITICO :

Cap. 1 Sodlidos Cristalinos

11 Solidos

1.2 Redes cristalinas

1.3 Imperfecciones y defectos

Cap. 2 Vibraciones Reticulares
2.1 Modelo Ondulatorio de las vibraciones reticesar
2.2 Modelo corpuscular de las vibraciones reti@adar

Cap. 3 Teoria de Bandas

3.1 Electrones colectivos en un cristal

3.2 Modelo en un electrén

3.3 Modelo de Kronig-Penney

3.4 Zonas de Brillouin

3.5 Masa efectiva

3.6 Bandas de aisladores, semiconductores y camegct

Cap. 4 Semiconductores Intrinsecos
4.1 Bandas de: Ge, Si, GaAs

4.2 Superficies de energia constante

4.3 Masas efectivas equivalentes para densidadtdéas

4.4 Banda prohibida y variacion con la temperatura

4.5 Densidad de estados en las bandas de valedeiagnduccion

4.6 Funcion de distribucién en los semiconductores



4.7 Concentracion de portadores bajo equilibrionigéo
4.8 Nivel de Fermi intrinseco
4.9 Cuasinivel de Fermi

Cap. 5 Semiconductores Extrinsecos

5.1 Semiconductores extrinsecos tipo n y tipo p

5.2 Modelo clasico de las impurificaciones

5.3 Criterio de ionizacién completa

5.4 Neutralidad eléctrica

5.5 Nivel de Fermi para ionizacion completa

5.6 Concentracién de portadores para ionizaciorpéetm
5.7 Nivel de fermi para ionizacién incompleta

Cap. 6 Transporte de Portadores

6.1 Arrastre de portadoras. Efecto Hall

6.2 Difusién de portadores

6.3 Ecuaciones de densidad de corriente

6.4 Inyeccion de portadores

6.5 Procesos de Generacion y Recombinacion
6.6 Ecuaciones de continuidad

6.7 Ecuaciones de transporte

6.8 Aplicaciones

6.9 Efectos de campo

Cap. 7 Teoria de la Unién P-N. Rectificador P-N

7.1 Regién de carga espacial

7.2 Barrera de energia

7.3 Potencial de juntura

7.4 Niveles de Fermi y Cuasi-Fermi

7.5 Modelos matematicos de unidn P-N: abruptogrhigruptos, graduado linealmente
7.6 Distribuciones de Craga, Campo, Potencial ygae

7.7 Capacitancia de juntura

7.8 Rectificador P-N

Cap. 8 Dispositivos P-N

8.1 Regulador de voltaje

8.2 Varistor

8.3 Varactor

8.4 Diodo de rapida recuperacion

8.5 Diodo de almacenamiento de carga
8.6 Diodo PIN

8.7 Heterojunturas

8.8 Transistor bipolar

8.9 Tiristores

Cap. 9 Dispositivos Unipolares

9.1 Contactos Metal-Semiconductor

9.2 Bandas, Efecto Schottckley, transporte, alferbdarrera, estructura del dispositivo
9.3 Dispositivos JFET y MOSFET

9.4 Diodos MIS

9.5 CCD

9.6 MOSFET

Cap. 10 Dispositivos Fotonicos
10.1 LED's y LASER's

10.2 Fotodetectores

10.3 Celdas fotosolares

V. METODOLOGIA/RECURSOS :



Se realizan exposiciones donde se fundamentamiaeptos tedricos y se ejecutan ejercicios.

V. EVALUACION :

Se realizan tres parciales y una evaluacion fimallos porcentajes especificados en el reglamento
(Parciales 70%, Examen Final 30%).
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